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１．はじめに 

 GaN は、絶縁破壊電界が大きいことからパワースイッチングデバイス用の材料として注目を浴

びているが、高周波用の半導体デバイス用材料としても有望である。本研究では、GaN を用いた

バラクタダイオードの設計と製作を行なったので報告する。 

２．素子作製および測定結果 

図１に、作製したバラクタダイオードの構造を示す。pn ダイオードの構造とし、メサの直径は

120μm である。p 形のコンタクトは Ni/Au、n 形のコンタクトは Ti/Al/Ni/Au とした。特別な耐圧

構造は用いていない。エピ構造はサファアイ基板上に MOCVD 法により成長した。サファイア基

板上に低温バッファ層（図示せず）を用いて undoped 2μｍの GaN を成長し、その後、n 形 GaN

層 200nm、n+GaN 層 1μm、n-GaN 層 4μｍ、p+-GaN 層 0.3μｍを成長した。また、空乏層が広が

る n-GaN 層（4μm）のドーピング濃度は 1×1017cm-3
とした。また、容量の電圧依存性を制御す

るために、空乏層の広がる n-GaN 層のドーピング濃度を基板側から、1.9×1015cm-3(0.33μm), 3.3

× 1015cm-3(1μm), 6.4×1015cm-3(1μm), 1.5× 1016cm-3(0.5μm), 2.6× 1016cm-3(0.5μm), 5.1×

1016cm-3(0.3μm), 8.3×1016cm-3(0.1μm), 1×1017cm-3(0.1μm), ノンドープ(1.5μm)のように段

階的に変化させた素子も作製した。作製したデバイスの素子容量と印加電圧の測定結果を、図２、

図３に示す。図２は空乏層が広がる n-GaN 層

のドーピング濃度が 1×1017cm-３
一定の素子、

図３は、空乏層が広がる n-GaN 層のドーピン

グ濃度を段階的に変化させた素子の測定結果

である。図３の素子は、印加した電圧に対し

て素子容量がリニアに変化しており、容量を

印加電圧により制御性良く変化させられるこ

とがわかる。 

                        図１．デバイス構造 
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  図２．ドーピング濃度が一定    図３．ステップ状のドーピング濃度 
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